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• 旧来のPBXよりも管理が容易で、アカウントの柔軟な変更も可能な手段 

• データを見て解釈するチカラ、分析結果の判断力強化が重要 

• コストの懸念でセキュリティ対策に手が回らない企業にも--「WafCharm」 

• 導入事例、製品情報、調査・レポートなど、ホワイトペーパー多数掲載 

【画像： (リンク ») 】 

 
  
 

赤外線レーザー劈開技術により、シリコン基板からナノメートル精度で極薄レイヤー・トランスファー

を実現 先端パッケージングとトランジスタスケーリング向け3D集積化に革命 

 
  
 

オーストリア ザンクト・フローリアン、, 2023年12月8日  /PRNewswire/ -- MEMS、ナノテクノロジーデ

バイス、半導体製造向けウェーハ接合およびリソグラフィ装置のリーディングサプライヤーであるEV 

Group（以下、EVG）は本日、EVG®850 NanoCleave™ レイヤー剥離装置を発表いたしました。これは

、EVG の革新的な NanoCleave 技術を搭載した初の製品プラットフォームです。EVG850 NanoCleave

システムは、赤外線（IR）レーザーと実証済の量産（HVM）対応プラットフォームで、特別に形成され

た無機剥離材料を用いて、シリコン支持基板から接合層、成膜層、または成長層をナノメートル精度で

剥離することができます。その結果、EVG850 NanoCleave はガラス基板を使用することなく先端パッ

ケージング向けの超薄型チップレット積層が可能となるとともに、先端ロジック、メモリ、パワーデバ

イス製造を含む前工程での極薄3Dレイヤー積層を行うことができ、将来の3D集積化ロードマップをサポ

ートします。 

 
  

https://h.f1.impact-ad.jp/pub_click/2452/xGrmjZ8iW-H8dOJ-eVwXOSoQibc4wbKUaNoLLFbcr3NtVQhGU14OMqbpLCYl0G0IOCOxF51a9w4OyQbfemhovfui0JbwKgwiA0ngqF4aW6fnbhlsoXts1f9kgwKSlLXD5U1ZUTzujbwvyhFtC7daCDKkcLc2LOltH6XjFHcQLmdwx02c5YtAuEYFVhzwpE3eKkELv6Rk4LIUA6p-JJl-efcMyjqslouqPNs3Bjg7ht_xJm5JzdUJV72-Gdu6L5Qbvm7oAgPLvN_OHNO4LqR3_4JRHIg_-9-aBtxfLa_twiaqj-s42GgtagxRadbs4ACLusgKfZgDLEVWngzsysRciyCkAefQsoBWlXwL39WqfNoC7Bf8LnIJJjibLOzb0PCHTGPMEDOqO4dCHRBqGq2raaqROV688ulBYOPmCfw_mGYDCdUGcrxvmhzFrfnSmpdOFenniCmCpsdsApLeCF28zuU8PkbRUwFH/140567/183875/
https://h.f1.impact-ad.jp/pub_click/2452/rKOAvn071clnZRJUMJ_-PM9n5rhnrUO9c7QtyZYwW37VDU-fbqHiEWd1ixkY0o0QMJjF5xwaO5maQPOzqvGofnFHZg9QmcmWdfWTvVlBD5Is-4ONBYBSCPAef6MGosAiPmJfjO9MmU1Ah_YQJEbvCJ9eb5VeHdG4_-X7iKuiNoIc0CMSjV179k_plt6kvl6QPEiMMXMOuoF94olx_jCRxGEH_wIbU_QUlOIrHu5q5zMYKtrhwPjgvq5zX7R8Ii5sE3qc0_uofZFOMkak6KEsl6TGtq6UVd8YlyumTOnSTqHTUj6Rq23SgZs_MyZWAWub8kNdeXB9q48DIhmT4vzMlwxRbeUXs7QIkeWke_6pYfF4T0wZ86QwtCsz3zj3eXYqYCdi6TwrT1l55z2e27MeLm_TJL98L5FROkZUMRhSROZ5cL3RyaxYq7YUGle-f8WhsY_BSave2xFj5hQsAaeOZxGRFL0mwd0R/141378/184899/
https://h.f1.impact-ad.jp/pub_click/2452/WaJIeTtg6HVo3hJy5Y5Ic8JUl1-h5Jo7artkBso3JTdy0A4Gq_QKOcsAVvxfoKXnTJEhDg_2UnFF6KW6Lm3254U0AXnSz69zWLk66SFq7xf4Y39hEokhEvE2CyFH0mPNMPjtjoI9H11RqFnGJ3Q8yZTipXHSny5kTkeKZSBZPlYYUN_cpJRVfA3ZvLFtBYNKJA8WLRemoU6vW8oSyalv-_ds1gW37KSiz3p0d3WafjDCPd3MIKxs2IG2NQVe72KbKKW6SE8gtyURJSAMXJzt-1XoOyTZpAs3V7CSNpNzpVzIp2rsyYdCSo-v489QdOl6U3GMoLASOpvdJWydJe9HZL-3IHqkGeztEcWkbDi8qiloiQVdylrL8aXnnBzGp0bn7e8Bp0l0qjF8AZDomcA9EatqgRJfeW2w2F3CDA3V85YJRAx46QcETAEphss4Q3aYaNm93MHx1-hME6l7eHwlCqhBShc5L-qR/141181/184702/
https://h.f1.impact-ad.jp/pub_click/2452/Bzeq8Q-qLgZ3-AfcS_io3mpXO-ACKxoSmqvTlRL7OtGWlFLjaoGElbvqWR9_1r6MWXeMPxagOZXAxjxaHN9ERc_27U6H3Fk2f__k746_9uVNrpkf8G-Z-42yMkn40M06hOmtTDPoue0fdlAkSUxApAzOP88dDNMtNwYqQ8tKcU9AaOtMb9cno6qeqM_-ZNOQLICM5yAyg6_cjf-93Vv6T0Ub3DwmVRe8OswekI179Vfx8n5_Gf_Ww2RWAH8q8upDP385YNK6ti8t2AOHBZXQTzqX_xdLVYfO6vvEOkSjlhIvZjG_Kc9h7_Mhwqt1mC1U870c3yFNjdtUo1dPSF_3dGxdv3GjdQKuaOQ9hHXoFnLy-gDEVNvX4iy0px9e0KFNF3kQmgqVeXDNIvMdB03WdwAxpH8FCw7QDfh6ldS02Wi6aW_t5ScuIe7EuGfFNLlcXU9i0bl9eY0y5vPCSwahVVfH5r3xTag/42663/54066/
https://kyodonewsprwire.jp/img/202312084016-O2-KrZbV594


 

【画像： (リンク ») 】 

 
  
 

EVG850 NanoCleaveは、初号機が既に弊社顧客施設に導入されており、現在20製品近くのデモンストレ

ーションが納入先やEVG本社で顧客やパートナーとともに進行中です。 

 
  
 

3D積層と後工程に有益なシリコン支持基板 

仮接合用有機接着剤を塗布したガラス支持基板上にデバイス層をビルドアップで形成し、紫外線（UV）

波長レーザーを用いて接着剤を分解してデバイス層を剥離した後、最終製品のウェーハに永久接合する

、という工法は、3D集積の分野で確立されています。しかし、シリコン基板の使用を前提として設計さ

れた半導体製造装置ではガラス基板の処理は難しく、これを可能にするためには高度な費用をかけて装

置を改造する必要があります。また、有機接着剤は通常、処理温度が300℃以下に制限されるため、その

使用は後工程のみに限定されます。 

 
  
 

しかし、このような温度の制約やガラス基板との相性の問題は、シリコン支持基板に無機剥離層を設け

ることで解決できます。また、IRレーザーによる劈開はナノメートル単位の精度であるため、従来のプ

ロセスを変更することなく、極薄デバイスウェーハの処理を可能にします。このような薄いデバイス層

を積層することで、より広帯域幅での相互接続が可能になり、次世代高性能デバイス向けのダイ設計や

セグメント化の新しい可能性が開かれます。 

 
  
 

次世代トランジスタ・ノードに求められる薄レイヤー・トランスファー・プロセス 

同時に、サブ3nmノードのトランジスタロードマップでは、埋め込み電源レール、裏面電力供給ネット

ワーク、相補型電界効果トランジスタ（CFET）、さらには2次元原子層チャネルなどの新しいアーキテ

クチャや設計上のイノベーションが求められており、これらすべてに極薄材料のレイヤー・トランスフ

ァーが必要になってきます。プロセスの清浄度、材料適合性、高温処理など前工程での製造フローに必

要とされる要件に、シリコン支持基板と無機剥離層は対応します。しかし従来、シリコン支持基板は研

削、研磨、エッチングなどの工程で完全に除去する必要があったため、デバイス動作層の表面にミクロ

ン単位のばらつきが生じてしまい、先端ノードでの薄層積層には不向きな方法であるとされてきました

。 

 
  
 

"再剥離可能"なフュージョン接合 

EVG850 NanoCleaveは赤外線レーザーと無機の剥離材料を利用することで、ナノメートル精度でシリコ

ン支持基板からのレーザー劈開を量産環境にて可能にします。この革新的なプロセスにより、ガラス基

板や有機接着剤が不要となり、極薄層のトランスファーやそれに続くプロセスで必要とされる前工程と

の互換が可能になります。最も需要の高い前工程も、EVG850 NanoCleaveの高温互換性（1000 °Cまで

）によってプロセスが可能となり、一方、常温でのIR劈開工程ではデバイス層とキャリア基板の完全性

が確保されます。また、レイヤー・トランスファー・プロセスにより、シリコン支持基板の研削、研磨

、エッチングに伴う高価な溶剤も不要になります。 

 
  
 

EVG850 NanoCleaveは、EVGの業界をリードするEVG850シリーズの全自動仮貼り合わせ/剥離およびシ

https://kyodonewsprwire.jp/img/202312084016-O1-84PV1J6d


リコン・オン・インシュレータ（SOI）接合装置と同じプラットフォームをベースにしており、コンパク

トな設計とHVMで実証されたウェーハ搬送システムを備えています。 

 
  
 

EV GroupのコーポレートR&Dプロジェクトマネージャーであるベルント・タルナー博士は次のように述

べています。「40年以上前にEVGが設立されて以来、私たちはマイクロ・ナノファブリケーションにお

ける新しい技術を探求し、次世代アプリケーションにいち早く対応することをビジョンとして掲げてき

ました。近年、新しい世代の半導体デバイスにおける性能向上のキードライバーとして、3D/ヘテロ集積

化が注目を集めています。これにより、ウェーハ接合技術はPPACt（消費電力、性能、面積、コストと

市場投入までの時間）を継続的に改善するための重要なプロセスとして中心的な役割をになうようにな

りました。EVGの新しいEVG850 NanoCleave 装置により、EVGは仮貼り合わせとフュージョン接合の

利点を1つの多用途プラットフォームに統合し、先端パッケージングと次世代スケールのトランジスタ設

計・製造の両方において、お客様の将来のロードマップ実現とその強化を支援します。」 

 
  
 

EVG850 NanoCleave レイヤー 剥離装置に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。 (リンク ») 

 
  
 

EV GROUP（EVG）について 

EV Group（EVG）は半導体、MEMS、化合物半導体、パワーデバイスおよびナノテクノロジーデバイス

の製造装置およびプロセスソリューションのリーディングサプライヤーです。主要製品には、ウェーハ

接合、薄ウェーハプロセス、リソグラフィ/ナノインプリント・リソグラフィ（NIL）や計測機器だけで

なく、フォトレジストコーター、クリーナー、検査装置などがあります。1980年に設立されたEVGは、

グローバルなお客様および世界中のパートナーに対し緻密なネットワークでサービスとサポートを提供

します。 EVGに関する詳しい情報は (リンク ») をご参照ください。 

 
  
 

お問い合わせ先： 

イーヴィグループジャパン株式会社 マーケティング担当 

TEL: 045-348-0665 E-mail: Marketing+CommunicationsJapan@EVGroup.com 
mailto:Marketing+CommunicationsJapan@EVGroup.com 
 
  
 
  
 
  
 

報道関係者お問い合わせ先 

 
  
 

【表： (リンク ») 】 

 
  
 
  
 

写真 - (リンク ») 

https://www.evgroup.com/products/bonding/temporary-bonding-and-debonding-systems/evg850-nanocleave.
https://www.evgroup.com/ja/
https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107864/202312084016/_prw_OT1fl_yf4f33Hv.png
https://mma.prnasia.com/media2/2295586/EV_Group_new_system.jpg?p=medium600%C2%A0


ロゴ - (リンク ») 

 
  
 

（日本語リリース：クライアント提供） 

 
PR Newswire Asia Ltd. 
 
  
 

【画像： (リンク ») 】 

 
  
 
PR Newswire 

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。

Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル

、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合

わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com (リンク ») 

 
 
 

 
関連情報へのリンク 

本プレスリリースは発表元企業よりご投稿いただいた情報を掲載しております。 

お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。 

• 導入事例、製品情報、調査・レポートなど、ホワイトペーパー多数掲載 

【企業の皆様へ】企業情報を掲載・登録するには？ 

御社の企業情報・プレスリリース・イベント情報・製品情報などを登録するには、企業情報センターサ

ービスへのお申し込みをいただく必要がございます。詳しくは以下のページをご覧ください。 

https://japan.zdnet.com/release/30923899/ 
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https://japan.zdnet.com/release/30923899/
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